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ILERI ANALOG TUMDEVRE TASARIMI
(Yiligi Sinavi)
Siire 150 dakikadir. Kendi not ve kitaplarinizdan yararlanabilirsiniz.
Puanlama: 1 (30), 2 (30), 3 (20), 4 (20)

Soru 1 ve Soru 2’deki MOS tranzistorlar i¢gin Vyy =1V, Vip =-1V,
kn' = 2.kp* = 24pAIVZ, Ay = 0.01V", Ap =0.02V" olarak verilmistir.

1. Sekil-1'deki islemsel kuvvetlendirici Vpp = Vss = 3V'luk simetrik kaynakla
beslenmektedir. Cikis katinin sitkunet akimi  200upA, fark kuvvetlendirici
tranzistorlarinin sikunet akimi Ip1= Ip2 = 75uA olacaktir.
a) Cikis isaretinin iki ydnde esit dalgalanmasi ve genliginin maksimum degerinin
2.5V olmasi isteniyor. (W/L)s ve (W/L); oranlari nasil secilmelidir?
b) Sistematik dengesizlik olmamasi i¢in (W/L)34 orani nasil segilmelidir?
c) Devrenin toplam gerilim kazanci 10000 olduguna gére ilk katin kazanci ne
olmalidir? Bunun igin T1-T2 tranzistorlarinin W/L oranlari ne olmalidir?
d) T5-T8 tranzistorlarinin W/L oranlarini hesaplayiniz.
e) Islemsel kuvvetlendiricinin birim kazang band genisligini, yiikselme egimini,
¢ikis direncini hesaplayiniz.
f) NMOS tranzistorlar igin guraltu gerilimi vnpon = 30UV, PMOS tranzistorlar igin
Vnop = 101V olarak verilmistir. islemsel kuvvetlendiricinin girisine indirgenecek
Veq gUrultt gerilimini hesaplayiniz.
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Sekil-1

2. CMOS OTA yapillari kullanilarak Sekil-2a’da verilen OTA-C band gegiren aktif
slizgeci gergeklestirilecektir. Stizgecin akort frekansi f, = 1TMHz, deger katsayisi Q, =
1/(2)*°, C4=25pF olacak ve devredeki OTA’larin edimleri esit olacaktir.

a- OTA’larin (G, ) edimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz, C, kapasitesinin
degerini hesaplayiniz.

b- OTA-C aktif slizgeci Sekil-2b’deki CMOS simetrik OTA ile gerceklestiriliyor.
OTA'nin yikselme egiminin en koétd durumda YE = 0.65V/usn olmasi isteniyor.
(W/L); =(WI/L)4 =1, (W/L); = (W/L)s = 3, (W/L)s = (W/L)s = 2 olarak verilmistir. Giris
tranzistorlarinin (W/L); oranini ve Ia kutuplama akimini bulunuz. Girig isaretinin
degisim arahgini belirleyiniz.
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Sekil-2a

3. Sekil-3'deki MOS fark
kuvvetlendiricisinde  tranzistorlar  igin
W=12um, L=3um olarak verilmistir.
AR/RL = %1, AVt = 2mV, A(W/L)/(WIL) =
%?2 olarak belirlenmistir.

a) Giris dengesizlik  gerilimininin
Vos £ 5 mV olabilmesi igin Iss
kutuplama akimi nasil secilmeli-
dir? Hesaplayiniz.

b) Giris geriliminin degisim sinirlarini
bulunuz.

4. Sekil-4’'deki devre band arahgi
referansi olarak kullanilacaktir.

a) Vit clkis geriliminin veren bagintiyi
yaziniz, sicaklik katsayinin sifir
olabilmesi i¢in saglanmasi gereken sarti
bulunuz.

b) A<1, K = 2 olarak verilmigtir; cikis
gerilimini ve diren¢ oranlarini bulunuz.
VBE1 = 650 mV, VT = 26mV, 8VBE/E)T = -
2.5mV/°C , oV /dT = 0.085 mV/°C dir.
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